1. Puslaidininkinis tetrodas, sudarytas iš trijų skirtingo laidumo puslaidininkinių sluoksnių – n-p-n arba p-n-p laidumo, kurių vidurinis sluoksnis – bazė turi du ominius kontaktus su išvadais, kurie yra sumontuoti bazės sluoksnio priešinguose galuose, kraštiniai sluoksniai – emiteris ir kolektorius turi sumontuotus ominius kontaktus su emiterio ir kolektoriaus išvadais,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad n-p-n arba p-n-p darinys yra suformuotas epitaksiniame, pvz. n- laidumo puslaidininkiniame sluoksnyje, patalpintame ant dielektrinio padėklo – pamatinio sluoksnio, epitaksiniame sluoksnyje iki pat padėklo yra padarytas stačiakampio formos izoliacinis griovelis, kuris yra užpildytas dielektriku, to izoliacinio stačiakampio viduje prie priešingų vidinių kraštų yra suformuotos dvi vienodos stačiakampės p+- laidumo sritis – emiterio ir kolektoriaus, o minėto izoliacinio stačiakampio viduje prie kitu priešingų vidinių kraštų yra suformuotos dar dvi vienodos stačiakampės n+- laidumo sritis – bazės pirmojo ir antrojo išvadų ominių kontaktų sritis, kur šios ir emiterio bei kolektoriaus sritys yra padarytos per visą epitaksinio sluoksnio storį iki dielektrinio padėklo, o šių sričių paviršiuose yra suformuoti ominiai kontaktai su atitinkamais išvadais – bazės pirmuoju ir antruoju, emiterio ir kolektoriaus, kur atstumas nuo emiterio srities iki kolektoriaus srities – bazės storis yra padarytas didesnis už šalutinių krūvininkų difuzijos nuotolį bazėje, bet mažesnis už emiterio bei kolektoriaus p-n sandūrų nuskurdinto sluoksnio maksimalų storį, kuriam esant įvyksta elektrinis pramušimas. 

2. Puslaidininkinis tetrodas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, pvz. n-p-n darinys yra padarytas ant pamatinio sluoksnio, pvz., n+- laidumo sluoksnio – kolektoriaus, ant kurio yra suformuotas epitaksinis p- laidumo sluoksnis – bazė, kurioje yra suformuota stačiakampė n+- laidumo sritis – emiteris, kurio storis yra padarytas mažesnis už bazės epitaksinio sluoksnio storį ir tokiu būdu yra sudarytas bazės storis, o aplink emiterio sritį yra padarytas stačiakampio pavidalo n- laidumo izoliacinis žiedas, kurio storis yra padarytas per visą bazės epitaksinio sluoksnio storį iki kolektoriaus sluoksnio, žiedo vidinis plotas yra padarytas didesnis už emiterio sritį ir susidariusioje stačiakampio pavidalo bazės srityje prie priešingų vidinių kraštų yra suformuotos dvi vienodos stačiakampės p+- laidumo sritis – bazės pirmojo ir antrojo išvadų ominių kontaktų sritis, tarp kurių randasi emiterio sritis ir tarp šios srities priešingų kraštinių ir žiedo, lygiagrečiai simetrijos ašiai išilgai bazės srities jos ominių kontaktu kryptimi, per visą bazės epitaksinio sluoksnio storį ir truputi daugiau yra padarytos stačiakampio formos papildomos izoliacinės sritis, kurios yra užpildytos dielektriku, tarp kurių randasi emiterio sritis, ir šalia vienos iš papildomų izoliacinių sričių už žiedo per visą bazės epitaksinio sluoksnio storį ir truputi daugiau yra padaryta stačiakampio formos n+ laidumo sritis – kolektoriaus ominio kontakto sritis, kurios paviršiuje ir kitų – emiterio bei bazės ominių kontaktų sričių paviršiuose yra suformuoti ominiai kontaktai su atitinkamais išvadais – kolektoriaus, emiterio bei bazės pirmasis ir antrasis išvadai. 

3. Puslaidininkinis tetrodas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, pvz. p-n-p darinys yra padarytas ant pamatinio n+- laidumo sluoksnio – bazės antrojo ominio kontakto, ant kurio yra suformuotas epitaksinis p- laidumo sluoksnis – bazė, kurioje yra suformuotos dvi šalia išdėstytos stačiakampės p+- laidumo sritys – emiteris ir kolektorius, kurių storiai yra padaryti per visą bazės epitaksinio sluoksnio storį ir truputi daugiau, tarp kolektoriaus ir emiterio sričių yra suformuota n+- laidumo sritys – bazės pirmojo ominio kontakto sritis, kurios storis yra padarytas mažesnis už bazės epitaksinio sluoksnio storį, o kolektoriaus, emiterio ir bazės pirmojo ominio kontakto sritys yra patalpintos tarp dviejų stačiakampio formos izoliacinių sričių, užpildytų dielektriku, kurių storis yra padarytas ne mažesnis už kolektoriaus ir emiterio sričių storį, ir šalia vienos iš izoliacinių sričių, priešingoje bazės pirmojo ominio kontakto sričiai, per visą bazės epitaksinio sluoksnio storį ir truputi daugiau yra padaryta stačiakampio formos n+ laidumo sritis – bazės antrojo ominio kontakto sritis, kurios paviršiuje ir kitų – kolektoriaus, emiterio bei bazės pirmojo ominių kontaktų sričių paviršiuose yra suformuoti ominiai kontaktai su atitinkamais išvadais – bazės antrasis, kolektoriaus, emiterio bei bazės pirmasis išvadai. 
4. Puslaidininkinis tetrodas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad n-p-n arba p-n-p darinys yra padarytas su viduriniu sluoksniu – baze iš plačiajuosčio puslaidininkio su draustinių energijų juostos pločiu ( E g ( B ) didesniu už karštinių sluoksnių – emiterio ir kolektoriaus, kurie yra padaryti iš siaurajuosčių puslaidininkių su draustinių energijų juostos pločiu ( E g ( E ) ir ( E g ( K ) , atitinkamai, t. y. tetrodą sudarančių puslaidininkinių sluoksnių medžiagoms yra tenkinama sąlygą: ( E g B ( ( E g ( E, K ) . 

